Schliissel-Nr. ELN: 13787331
Hersteller: ‘FWE

Schaltkreis U 105D
6facher MOS-Feldeffekttransistor

Erzeugnisstandard: TGL 25656

Giitezeichen: s. S. 137 81/3/13

Preisbildung: PAO 4119

Bilanzorgan: ' FWE
Ubergeordnetes Organ: VVB BuVv
Entwicklungsstelle: FWE

Importeur:,

Lieferquelle: : FWE, VKM, EHB
Bezugseinschrénkung':

Garantie: : TGL 24951

Standards uber
Einsatzbedingungen:
Internationale Standards
und Empfehlungen:

ME = Stiick (076)

Grundlagenstandards:

Art.-Nr. Typ Gehéauseart
13787331.. ... ’ i

41 105005 U 105 D Plast

Bezeichnungsbeispiel: Schaltkreis U 105 D

Bezeichnung: SCHALTEKREIS U 105 D — TGL 25656
ART.-NR. 137 87 33 141 105005

20. 10. 1977/Rel/FWE

137 87/3.31/25

U105D
Technische Charakteristik

Verwendung:

Der integrierte MOS-Schaltkreis im DIL-Plastgehiuse ist ein 6fach-MOS-
Feldeffekttransistor auf Si-Basis vom p-Kanal-Anreicherungstyp. Die Source-
anschliisse aller Einzeltransistoren sind miteinander verbunden und werden
als gemeinsamer Source herausgefiihrt. Der vom Source elektrisch getrennte
gemeinsame SubstratanschluB3 aller Einzeltransistoren ist ebenfalls herausge-

- fihrt. Die Transistoren enthalten integrierte Gateschutzdioden.

Masse: ca. 1g

Geometrische Abmessungen (MafBbild, Bauform): Bauform nach TGL 26713
5. S. 137 87/3.30/5

Konstruktiver Aufbau: Uriipolar‘er p-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor-Halb-
leiterschaltkreis mit 2 x 7 AnschluSkontakten im 2,5 mm. Rastermas

Lieferform: geordnet in Stiilp- bzw, Schiebeschachteln.

MaBnahmen zur Sicherung der Funktionstiichtigkeit:
Einbau- und Lotvorschriften s, S. 137 87/3.30/1
Einbaulage: beliebig

Anwendungstechnologien und Behandlungsvorschriften:
Einbau- und Lotvorschriften s. S, 137 87/3.30/1

AnschluBbelegung und el. Schaltbild
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Kennwerte bei #a = 25°C

V105D

Kenngrofle Kurz MeBbedingungen min. typ. max. Einh.
zeichen :

Drainstrom —Ips —-Ubps =2V 3 mA

—Ugs =10V

—Uss =0V
Schwell- —Ur Ups =Ugcs 3 6 v
spannung —Usp =0V

—Ips =10 A
Gate- —Igss —Ubps =0V 10 wA
reststrom —Ugs =31V

—Uss =0V
Gate- —JIess —Ubps =0V 0,15 uA
reststrom —Ucs =20V

—Uss =0V
Drain- —Ipss —Ubs =31V 10 uA
reststrom —Ugs =0V

—Uss =0V
Drain- —Ipss —Ubps =20V 0,15 uA
reststrom —Ugs =0V

—Usg =0V
Eingangs- Cess Ups =Ugs = 12 pF
kapazitit Usg =0V

MeB-
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spannung £ 02V
f=05..2 MHz
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U105D

Grenzwerte

. Kurz-
zeichen

Kenngrofe

Meﬁbedingiz_ngen

max. Wert Einh.
bzw. Bereich

Drain-Source- Ubs
Spannung
Gate-Source- ~ Ugs
Spannung

" Drain-Gate- " Ubc

"

Spannung

Source-Bulk-  Ussn

Spannung

Gate-Bulk- Ucs
Spannung

Drain-Bulk- Ups
Spannung

Drainstrom —Ips
Gesamt'— Is
sourcestrom

Flufistrom Tcs

der Gate-
schutzdiode

Impulsfluf3- Tosnm
strom der’

Gateschutz-

diode ,
Zulassige - Pps
Verlustleistung

je Transistor

Zulissige Pior
Gesamt-
verlustleistung
Betriebs A
umgebungs-
temperatur
Lagerungs- A B
temperatur

Anmerkung:

B4
P
Bq
Bq
Da
Pa

Da

T

Pa

Ba
t/T

= (...+70°C

=9...+70 °C

=0..770°C

=qQ..470°C

= 0...+70°C
=...+70°C

== 0..470 °C
— 0..470 °C

=0..470°C

={0..+70°C
=1:10

tpmax =1us

Ba

Ba

= 95°C

= 25°C

—31..4+0,3 v
—31..40,3 v

—31..+31 VvV

—31...+0,3 v

—31...+0,3 v

25 mA

0,1 mA

mA

V]

150 mW
400 mW
0..+70 °C

—55...+125 °C

Die angegebenen Daten (mit Ausnahme des Sourcegesamtstromes und der zu-
lassigen Gesamtverlustleistung) beziehen sich jeweils auf einen Transistor.
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MeBschaltung zur Bestimmung des Drainstromes
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